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【背景・目的】 

我々は薄膜太陽電池の新材料として BaSi2に注目し

ている。BaSi2の禁制帯幅は Eg = 1.3 eV と太陽電池

に適した値であり、光吸収係数は 1.5 eVの光子のエ

ネルギーに対し α = 3×104 cm–1、少数キャリア拡散長

は 10 μm とどちらも薄膜太陽電池として十分な値で

ある[1,2]。近年、Sb-doped n-BaSi2/B-doped p-BaSi2ホ

モ接合太陽電池で世界初動作が確認された[3]。本

構造で高い効率を得るには、光吸収層である B-

doped p-BaSi2 中に存在する欠陥の発生を抑制させ

る必要がある。また undoped BaSi2の場合、光学特性

は成長温度と堆積レート比（RBa/RSi）の影響を大きく

受けることが明らかになっている[4,5]。そこで、本研究

では成長温度と RBa/RSi が B-doped BaSi2 の特性に

与える影響を調査した。 

【実験】 

MBE法により n-Si（111）基板（ρ ≦ 0.01 Ωcm）上に

500 nmのB-doped BaSi2をエピタキシャル成長した。

Bセル温度は B濃度が約 1016 cm–3になるように、TB 

= 1100 °C に固定した[6]。本研究では成長温度の影

響を調査するため、MBE 中の基板温度 TS を 600, 

650 °C と変えた。また、Si 堆積レートを RSi = 0.9 

nm/min に固定し、Ba 堆積レート RBaを変化させるこ

とで、RBa/RSiを変化させた。その後 in-situでBaSi2の

パッシベーション膜である a-Si を 3 nm 堆積した[7]。

作製した試料は、ラマン分光法と分光感度測定によ

り評価した。なお、ラマン分光法では Nd:YAG レー

ザー（波長：532 nm）を用いた。 

【結果・考察】 

Fig. 1にラマンスペクトルを示す。すべての試料にお

いて、BaSi2 中の Si4 クラスターの振動モードである

Ag、Eg、Fg モード由来のピークが確認できた。また、

Si rich の試料では 520 cm–1付近で結晶 Si 由来の

SiTOピークが確認でき、膜内に微結晶 Siが析出して

いることがわかる。Fig. 2 に分光感度スペクトルを示

す。TS = 650 °C, RBa/RSi = 0.4の条件下で最も優れた

分光感度が得られた。成長温度を上げると分光感度

の最適点が Si rich 側にシフトするという結果は、

undoped BaSi2の傾向と一致する[5]。 
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Fig. 1 Raman spectra of B-doped BaSi2 grown at (a) 

650 °C and (b) 600 °C with various RBa/RSi. 

Fig. 2 Photoresponce spectra of B-doped BaSi2 grown at 

(a) 650 °C and (b) 600 °C with various RBa/RSi 

under a vias voltage of −1 V. 
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